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１．はじめに 

スパッタリングシステム内の圧力は製膜プ

ロセス中において一定ではなく、また圧力分布

も均一ではないと考えられる。そのため、製品

の品質･生産性に影響をおよぼす加工室内、お

よび基材近傍の圧力･ガスの流れ･温度を動的

に計測･把握することが非常に重要である。し

かし、現状の真空計測では装置内の圧力分布計

測は非常に困難であり、加工室内環境はシミュ

レーション等の結果から求めている。 

我々は、新しく開発した TaAl-N薄膜を感応

部とする｢マイクロハクマク圧力センサ 1)｣(以

下圧力センサと記す)により、真空装置加工室

内の動的な圧力計測が出来るシステムを開発

した。今回スパッタ装置内の圧力分布計測結果、

および反応性スパッタリングプロセス中の圧

力変化の実測結果について報告する。 

２．実験方法 

圧力センサは、1×0.5mm の TaAl-N 薄膜を

感応部とし、圧力計測範囲は 4×10-3Pa～大気

圧である。スパッタ装置内の主要箇所へ圧力セ

ンサを複数個設置し、Ar ガスを 10～100sccm

導入後の圧力定常状態における圧力分布計測

を行った。図 1にスパッタ装置概略図を示す。 

３．結果および検討 

図 2にターゲットＡへ Arガスを導入した場

合の圧力分布計測結果を示す。隔膜真空計(①)

と排気口部(②)の圧力値は対応が取れている。

Ar ガス導入部圧力値(⑤)と防着板基板側圧力

値(③)を比較すると、防着板基板側圧力値(③)

が約 50%低くなっており、装置内が定常状態

でも圧力勾配が存在することが分かる。また

Ar ガス導入部圧力値(⑤)と防着板ターゲット

側圧力値(④)においても圧力勾配が存在する。

このようにスパッタ装置内の主要箇所を局所

的に計測することで圧力分布を把握できる。な

お、反応性スパッタリングプロセス中の圧力変

化については当日報告する。 
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図 1.スパッタ装置概略図 
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図 2.スパッタ装置内圧力分布計測結果 
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